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Высокая подвижность носителей заряда в дихалькогенидах переходных металлов (ДПМ), а также высокое поглощение в видимом диапазоне делают их многообещающими кандидатами для фотодетектирования. Для расширения чувствительности фотоприемников на основе ДПМ в ближний ИК-диапазон часто используют сенсибилизаторы [1]. Одним из перспективных ИК-сенсибилизаторов являются коллоидные нанопластины (НП) халькогенидов свинца. Их уникальная геометрия и высокие коэффициенты поглощения в ближнем ИК диапазоне делают их эффективным поглотителем оптического излучения и донором энергии и/или заряда для более проводящего слоя [2].

Перенос заряда между нанокристаллами в слоистой структуре возможен при минимальном расстоянии между ними (< 1 нм). Для достижения эффективного переноса заряда в системе была заменена лигандная оболочка НП PbSe с длинных молекул олеиновой кислоты на короткие молекулы 3-меркапторопионовой кислоты, или этандитиола. Для оценки переноса заряда мы сравнили спектры фотолюминесценции и кинетику затухания PbSe и комплекса PbSe-MoS 2 при возбуждении при 532 нм (где поглощает MoS2 и PbSe) и при 1064 нм (где поглощает только PbSe). Интенсивность ФЛ Нп PbSe снижается при добавлении слоя MoS2, что сопровождается уменьшением времени затухания ФЛ. Это указывает на наличие дополнительного канала рекомбинации, который мы связываем с переносом заряда на слой MoS2. Кроме того, исходя из значений времен затухания ФЛ НП PbSe была рассчитана эффективность тушения ФЛ, которая оказалась выше 0,5 для каждой комбинации оболочки лиганда PbSe НЧ и длины волны возбуждения и увеличивается на 0,7 и более для возбуждения 532 нм.

Из-за отсутствия поглощения MoS2 в инфракрасном диапазоне он не реагирует на ИК-излучение. Фотоиндуцированный перенос заряда должен приводить к появления фотоотклика слоистой структуры на инфракрасное излучение. Чтобы доказать это, мы провели измерение фотопроводимости при облучении с длиной волны 1050 нм. Действительно, для слоистых структур нанопластин PbSe и MoS2 наблюдается увеличение тока , тогда как для слоя MoS2 ток остается на одном уровне независимо от облучения. Следует отметить, что абсолютные значения силы тока после осаждения слоя нанопластин PbSe уменьшаются, что, вероятно, является следствием повреждения слоя MoS2 при осаждении и до сих пор является проблемой, требующей решения для использования таких структур. в качестве активного слоя в фотодетекторах.
В данной работе представлены слоистые структуры из коллоидных нанопластинок PbSe и коллоидных НЧ MoS2 . Показано, что сенсибилизация слоев MoS2 НЧ PbSe приводит к тушению фотолюминесценции PbSe и увеличению фотоотклика при возбуждении системы излучением ближнего ИК-диапазона.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №20-32-90208.
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